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В роботі наведено:

– дані по розробці та відпрацюванню технології вирощування монокристалічного 

об’ємного детекторного матеріалу Sі1-xGex методом електронно-променевої зонної 

плавки, численні дані по дослідженню властивостей цього матеріалу, розробці новітніх 

методів керування ними  ультразвуковою обробкою;

– дані по розробці радіаційно-термічної технології підвищення радіаційної стійкості 

напівпровідникових матеріалів та приладів на їх основі;

– дані по розробці конструкції детекторів ядерних випромінювань на основі нового 

напівпровідникового матеріалу Sі1-xGex , відпрацюванню технології виробництва, 

дослідженню характеристик отриманих детекторів.


